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１．概要（Summary） 

Si、GaAs、GaN、GaPなどの半導体ならびに石英ガラ

スなどの絶縁体内部にナノスケールで周期的な構造を形

成した。その評価を走査電子顕微鏡（SU8000 および

SU6600）にて行った。具体的には、SU8000でEBSDの

観察、SU6600 では無蒸着かつ低加速電圧で二次電子

像と反射電子像を観察した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡（C1）と分析

走査電子顕微鏡（C2） 

・実験方法 

 ナノ構造形成領域を研磨によって表面に露出させ、走

査電子顕微鏡を用い、観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

フェムト秒レーザーを石英ガラス内部に集光照射すると、

その集光部に幅 30 nm程度の酸素欠乏欠陥および空孔

欠陥からなる領域が約 150 nmの周期で自己組織化し、

等方性材料であるガラス内部に空間選択的に構造性複

屈折が発現される。複屈折発現メカニズムの解明のため、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM images on the surface of the polished 

surface of the nanostructures inside SiO2 glass. 

形成したナノ空孔の熱的安定性を評価した。Fig. １のよう

に、熱処理によって形成されたナノ空孔のサイズは小さく、

ナノ空孔の数密度も低下することがわかった。 

 また、半導体（GaP）の場合においても、ガラスと同様の

ナノ空孔が形成されることが判明した（Fig. 2）。 

 

Fig. 2 SEM image of the nanovoids inside GaP 
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